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１．概要（Summary） 

半導体デバイス製造プロセス技術の更なる高精度

化の実現にはプラズマプロセス中の基板温度計測お

よび制御が重要である。現状では、接触型温度センサ

である熱電対などで基板温度を計測しているが、正確

な温度を測定できないといった問題がある[1]。この問

題を解決するため、周波数領域型低コヒーレンス干渉

計を用いた非接触に基板温度を計測するシステムの

構築を行なった[2]。今回、本システムを用いてプラズ

マプロセス中の基板温度をモニタリングし高精度制

御を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置 

【実験方法】 

上記装置に開発した基板温度計測システムを取り

付け、プラズマプロセス中の Si基板の温度モニタリ

ングを行った。今回、測定時間間隔を 50 msと高速に

測定し、上部電極および下部電極への印加電圧を制御

することで基板温度をある一定の温度になるよう制

御した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

プラズマプロセス中の Si基板の温度変化を Fig.１

に示す。プラズマ中のイオンの基板への衝突による入

熱が基板温度を上昇させる。これにより基板温度は上

昇を続け、半導体デバイス製造プロセスの特性は処理

時間とともに変化しプロセスを高精度化することが

困難であることがわかる。基板温度制御により温度変

化を数°C以内にし、プロセス特性が処理時間ととも

に変化することを防ぐ事が可能となった。 

 

 

. 

 

Fig. 1. Changing in substrate temperature with and 

without control system of substrate temperature. 
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